
               國立清華大學  奈微與材料科技中心
非等向性離子反應式深矽蝕刻系統（Deep RIE）
技術代工申請表
	 姓名
	
	所屬單位
	

	 連絡

 方式
	Tel  :            
	  單位主管/

指導教授簽章
	

	
	E-mail:             
	
	

	計畫名稱
	□國科會                                 

編號 ＮＳＣ                        (請申請者填寫)
□其他 ________________________________

	申請日期：_____________交件日期：_____________(請操作員填寫)

	製程條件
	□一般深蝕刻製程  □整片wafer thining


	試片
編號
	遮罩材料
	遮罩厚度

(um)
	蝕刻深度
(um)
	晶片厚度
(um)
	備註 : cycle數


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注意事項: 

1. 遮罩材料限SiO2、正光阻
2. 嚴禁Si wafer 內含有金屬的成分，可以使用SOI wafer 。
3. 不接受破片，破片須先完整黏合於4” wafer上。 （黏合方式可洽操作員）


	特殊條件或注意事項：
--------------------------------------------------------------------------------------
 
儀器負責人簽章： ____________ 操作或維護員簽章：____________

收件人簽章：_______________________ （收件時請收件人填寫） 


代工編號：   
